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заседания Ученого совета 
Учреждения Российской академии наук Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (ИАиЭ СО РАН)

г. Новосибирск







"08" сентября 2011 г.

Состав совета, утвержденный постановлением Президиума СО РАН – 24 чел.

Присутствует на заседании Ученого совета – 21 чел.

Председатель Ученого совета – д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН А.М. Шалагин, ученый секретарь совета – д.т.н., с.н.с. С.В. Михляев.

СЛУШАЛИ:

Представление д.ф.-м.н. В.С. Малиновского о выдвижении заведующего лабораторией, д.ф.-м.н. Косцова Эдуарда Геннадьевича кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН по специальности «Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база».
Косцов Э.Г. – известный специалист в области физической электроники, физики диэлектриков, сегнетоэлектриков и элементной базы микроэлектроники, микро- и наноэлекромеханики. Он автор или соавтор более 200 научных работ, 4 монографий, 30 изобретений и международных патентов. Круг его научных интересов постоянно связан с разработкой новых элементов микроэлектроники и микроэлектромеханики, исследованием физических процессов в диэлектрических и сегнетоэлектрических пленках и переносом заряда в многослойных структурах.
Им создана теория переходных инжекционных токов в диэлектрических слоях при ограниченном уровне монополярной инжекции, установлены их механизмы в зависимости от условий на инжектирующей границе; впервые установлен локальный по поверхности электродов характер прохождения инжекционного тока в тонкопленочных МДМ и МДП- структурах, обусловленный проявлением микро- и нанорельефа поверхности границы раздела двух сред; развита теория теплового пробоя диэлектрических пленок, основанная на возникновении температурной неустойчивости на инжектирующей границе; описан процесс развития пробоя в пространстве и времени; обнаружен эффект усиления тока туннельной эмиссии носителей заряда из полупроводника в диэлектрик в тонкопленочной структуре МСЭД П за счет процессов переполяризации в сегнетоэлектрике; разработаны физико-технические принципы построения оптических высокопроизводительных цифровых вычислительных устройств на основе 3D интегральных схем с оптическими связями, создан базовый оптический логический элемент для параллельных алгоритмов, основанных на принципах близкодействия.
В последние годы им разработаны новые физико-технические принципы электромеханического преобразования энергии в нанометровых зазорах вблизи границы раздела двух диэлектрических сред с большим отношением диэлектрических проницаемостей протяженностью 5-100 нм; создан новый класс MEMS емкостных преобразователей энергии, плотность энергии электрического поля в которых достигает значений 108 Дж/м3, поверхностная плотность энергии до 10 и более Дж/м2, трехмерная конструкция подвижного электрода дает возможность развивать в 3D -измерении силы тяги до 105 – 106 Н/м2, за микросекундные времена.
О практической значимости работ Косцова. Еще в 1963 году им были созданы первые в стране тонкопленочные полевые транзисторы, матрицы диодов, конденсаторы с высокими для того времени параметрами. На основе этих работ в 1964–65 гг. был выполнен крупный договор с п/я 651 (ОКБ1 С.П. Королева) по разработке элементов первых микроэлектронных БЦВМ. Успех этой работы послужил основанием для становления технологии микроэлектроники на промышленных предприятиях г. Новосибирска. В этом процессе роль Э.Г. Косцова на всех его стадиях  была определяющей.
Под его руководством выполнено более 30 крупных фундаментальных и прикладных НИР, связанных с созданием новых элементов микроэлектроники, разработана технология изготовления высококачественных пленок сегнетоэлектрических материалов, совместимая с технологией изготовления СБИС. Создан ряд не имеющих аналогов приборов: репрограммируемые полем элементы постоянной памяти со считыванием информации за счет пироэлектрических, электрооптических и токовых процессов, допускающие свыше 2∙1011 циклов запись стирание при длительности цикла до 100 нс; элементы динамической памяти с емкостью до 50 фФ/мкм2; накопители энергии с плотностью свыше 100 Дж/м3 и временем разряда менее 10 мкс; быстродействующие пироэлектрические приемники ИК- излучения; тонкопленочные электрооптические модуляторы света; высокоэнергоемкие электростатические микродвигатели; емкостные микрогенераторы, преобразующие энергию механических колебаний с микро- нанометровой амплитудой в электрическую энергию; элементы динамических дифракционных решеток; быстродействующие микрокоммутаторы; микронасосы для микроструйных технологий; быстродействующий «электронный клей» обеспечивающий сцепление поверхностей с силой до 5∙105 Н/Дж и др.
В настоящее время возглавляемый Э.Г. Косцовым коллектив является одним из лидеров, как в России, так и мире, в разработках MEMS структур – наиболее быстро развивающегося направления микроэлектроники. 
Работы Э.Г. Косцова неоднократно упоминались среди наиболее важных результатов АН РАН и СО РАН; под его руководством подготовлены четыре кандидатские диссертации, он был руководителем более 15 дипломников; награжден дипломом за руководство лучшей научной студенческой работой России. Он состоит в обществе электронных инженеров IEEE, эксперт ГК «Роснанотех», постоянный рецензент физических журналов IOP, член Ученого совета Института.
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования членов Ученого совета. 

2. На основании результатов тайного голосования (за  18, пр.  1, н.б.  2) выдвинуть заведующего лабораторией д.ф.- м.н. Косцова Эдуарда Геннадьевича кандидатом в члены-корреспонденты РАН на вакансию для Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН по специальности «Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база".
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